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Materiaty ferromagnetyczne majg szerokie zastosowanie np. w silnikach, turbinach, kartach bankowych, dzieciecych zabawkach.
Jednymi z najwazniejszych aplikacji tych materiatéw, wytworzonych w postaci cienkich warstw lub uktadéw warstwowych, sa
urzadzenia do przechowywania i przetwarzania informacji. Sa to pamieci masowe (twarde dyski) i operacyjne typu RAM
(zapewniajace bezposredni dostep do dowolnej komérki pamieci) i charakteryzujace sie zachowaniem informacji przy braku
zasilania. Dla obu typdw pamieci realizowane s badania materiatowe, ktérych celem jest opracowanie uktadéw warstwowych
pozwalajgcych na zwiekszenia gestosci zapisu informacji, przy zagwarantowaniu stabilnosci zakodowanych danych a dodatkowo,
dla magnetycznych pamieci RAM (M-RAM) pozwolg na istotne ograniczenie zuzywanej energii.

W pamigciach magnetycznych informacja kodowana jest poprzez ustawienie kierunkdw namagnesowania. W tych pamieciach
binarnemu zapisowi informacji (system 0, 1) odpowiadajg wzajemnie antyréwnolegte konfiguracje namagnesowania. Stabilnosé
zapisanej informacji zalezy od anizotropii magnetycznej (parametr ten okresla katowg zalezno$¢ wartosci energii niezbednej do
przemagnesowania materiatu), rozmiaru przemagnesowywanego obszaru oraz temperatury. Jest ona tym wieksza im rozmiary sg
wieksze (pamietajmy, ze dgzymy do miniaturyzacji), temperatura nizsza (urzadzenia informatyczne pracujg zazwyczaj w
temperaturze pokojowej) a anizotropia mozliwie jak najwieksza. Dodatkowym czynnikiem destabilizujgcym rozktad magnetyzacji
sg dipolowe oddziatywania sasiednich obszaréw (bitéw odpowiadajacych logicznemu 1 i 0) o wzajemnie antyréwnolegtym
ustawieniu kierunkéw namagnesowania. Okazuje sie, ze sa one najmniejsze wowczas, gdy kierunek tatwego magnesowania
warstwy jest prostopadty do jej powierzchni. Tak, wiec dla uzyskania duzej gestosci i stabilnosci zapisanej informacji
poszukiwane sa materiaty wykazujace mozliwie silng anizotropie prostopadts. W rzeczywistosci wartos¢ tej anizotropii musi by¢
jeszcze dopasowana do uzyskiwanych w gtowicach zapisu wartosci pola magnetycznego. Z tego powodu szczeg6lnie wazne sg te
warstwowe materiaty magnetyczne, dla ktérych mozliwosci modyfikowania anizotropii zostaty dobrze zbadane. Naszym zdaniem
proponowane do badan, w tym projekcie, uktady warstwowe spetniajg te warunki. W przekonaniu tym utwierdzajg nas wynik
wstepnych badan.

W pamieciach M-RAM zapis informacji odbywa sie poprzez pole magnetyczne wytworzone przez $ciezki przewodzace lub, w
nowszych uktadach, poprzez przeptyw pradu elektrycznego bezposrednio przez uktad cienkich warstw magnetycznych. W tym
drugim przypadku przemagnesowanie jest wynikiem transferu momentu pedu spinowo spolaryzowanych nosnikéw pradu. Nalezy
jednak zaznaczyé, ze relatywnie duze prady, ktére wymagane sg do wytworzenia pola magnetycznego niezbednego do
przemagnesowania lub uzyskania tego efektu poprzez transfer momentu pedu, prowadzg do duzych strat energii i generacji ciepta.
Jest to zjawisko niepozadane, dlatego szerokie zainteresowanie wzbudza mozliwos¢ kontroli kierunku namagnesowania poprzez
przytozenie zewnetrznego pola elektrycznego, zapewniajgce 100-krotne obnizenie gestosci pradu potrzebnego do zapisu
informacji [1]. Dlatego, w wielu laboratoriach, prowadzone sg badania nad opracowaniem technologii materiatéw zapewniajacych
taki sposéb przemagnesowania. Celem naszego projektu, poza kontrolg anizotropii prostopadiej w uktadach warstwowych
wykazujacych oddziatywanie wymienne, bedzie sprawdzenie przydatnosci struktur typu zawor spinowy z antyferromagnetyczng
nieprzewodzacy przektadka do realizacji przemagnesowania poprzez przytozenie napiecia.
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